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※概要（Summary）： 

 電子スピンを利用した半導体新機能デバイス[1-3]

の実現のためには、スピン注入におけるスピン偏極率

の保存率とシリコンチャネル中でのスピン偏極率の

寿命といった重要な物理量の定量評価が必要である。

しかしながら、磁性体の漏れ磁場が大きく影響を与え

る可能性が指摘されており[4]、詳細な解析が求められ

ている。 
※実験（Experimental）： 

高速大面積電子線描画装置 

 デバイスの構造最適化のため、直接描画によってリ

ソグラフィを行った。 

マスク・ウェーハ自動現像装置群 

 最適化された条件でマクスを作製し、フォトリソグ

ラフィによって Fe/SiO2/Si トンネル構造を持つ多端

子スピン注入デバイスを作製した。 

ブレードダイサー 

 シリコン基板からのチップの切り出しと、デバイス

プロセス後のダイの切り出しに利用した。 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 作製した多端子デバイスにおいて三端子ハンル効

果[5,6]を測定し、その磁場角度依存性から異方的な漏

れ磁場の存在が示唆された。そのため新しい漏れ磁場

のモデルを仮定し計算を行った所、実験とほぼ一致す

る結果が得られた。フィッティングパラメータから漏

れ磁場の大きさと緩和時間を評価した。その結果、漏

れ磁場による影響が非常に大きいため、三端子ハンル

効果から緩和時間の見積もりは難しいとの結論が得

られた。これはシリコンチャネル層へのスピン注入と

矛盾する結果であり、界面準位の影響が考えられる。 

 

 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

 シリコンチャネルへのスピン注入には、漏れ磁場の低

減、界面準位の低減が必要と考えられる。これまでのデ

バイス作製技術と真空一環で製膜が可能な蒸着装置を

利用し、これらの問題を解決する予定である。 
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